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Beschreibung 

Speichermodul mit einer Warmeableiteinrichtung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Speichermodul 
und insbesondere auf ein Speichermodul mit einer Warmeableit- 
einrichtung zur Reduzierung der Temperatur von Speicherbau- 
steinen des Speichermoduls . 

Ein wesentlicher Parameter bei DRAM-Speicherbausteinen (DRAM 
= Dynamic Random Access Memory) ist die Retention Time bzw. 
Speicherzeit , wahrend derer jede Speicherzelle des Speicher- 
bausteins eine in hier in Form einer elektrischen Ladung ge- 
speicherte Inf ormationen sicher lesbar beibehalt. Je langer 
die Speicherzeit ist, desto geringer ist die zum Auffrischen 
der Speicherzellen im zeitlichen Mittel erf orderliche elek- 
trische Leistung. Besonders fur batteriebetriebene Anwendun- 
gen, beispielsweise fur Mobil f unk-Anwendungen, wird ein mog- 
lichst geringer Leistungsbedarf gewunscht. Ublicherweise wird 
eine Speicherzeit von ca . 64 ms gefordert. Die Speicherzeit 
wird durch die elektrostatische Kapazitat eines Kondensators, 
den jede einzelne Speicherzelle aufweist, und verschiedene 
parasitare Leckstrome, uber die der Kondensator seine Ladung 
verliert, bestimmt. Die f ortschreitende Miniaturisierung und 
die wachsende Integrationsdichte von DRAM-Speicherbausteinen 
bedingen immer kleinere Schaltungsgeometrien . Aufgrund der 
immer kleineren Schaltungsgeometrien wird es immer schwieri- 
ger DRAM-Speicherbausteine her zustellen . Insbesondere erfor- 
dert es immer hoheren Aufwand die Kapazitat des Kondensators 
jeder einzelnen Speicherzelle in Hohe von ca . 20 fF bis 40 fF 
zu realisieren. Dadurch sinkt insbesondere die Ausbeute der- 
jenigen Speicherbausteine im Herstellungsprozeft , deren samt- 
liche Speicherzellen die Anforderung an die Speicherzeit er- 
fUllen. 

Die Leckstrome, die den allmahlichen Verlust der Speicherzel- 
lenladung bewirken, sind temperaturabhangig . Je hoher die 
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Halbleitertemperatur bzw. die Temperatur des Halbleitermate- 
rials des Speicherbausteins ist, desto hoher sind die Leck- 
strome. Ein Temperaturunterschied von 2°C bis 3°C bewirkt be- 
reits eine Veranderung der Speicherzeit um 10 ms bis 15 ms. 

5 

Die meisten der heute hergestellten Speicherbausteine. werden 
in Form von Speichermodulen bzw. Speichergruppen verkauft. 
Ein Speichermodul weist eine Platine auf, auf die in der Re- 
gel eine Mehrzahl von Speicherbausteinen gelotet ist. 

10 

Fig. 3 zeigt ein Beispiel fur ein herkommliches Speichermodul 
mit einer Platine 10, auf dessen Vorderseite vier einzelne 
Speicherbausteine 12 montiert sind. Das Speichermodul wird 
iiber eine Kontaktleiste 14 bzw. eine lineare Anordnung von 
15 Kontaktstif ten oder Kontaktf lachen mit einer Applikation bzw. 
Anwendung, beispielsweise einer Hauptplatine eines Computer- 
systems, elektrisch leitfahig verbunden. In der Regel wird 
das Speichermodul in einen entsprechenden Sockel gesteckt, 
der beispielsweise auf einer Hauptplatine eines Computers an- 
20 geordnet ist. In den Speicherbausteinen 12 entsteht wahrend 
ihres Betriebs Warme bzw. Abwarme. Diese wird entweder iiber 
direkte Abstrahlung oder Konvektion an die Umgebung oder iiber 
die elektrischen Kontakte 16 an die Speichermodulplatine 10 
abgegeben. Die Ableitung der Abwarme iiber die elektrischen 
£^25 Kontakte ist der heute zumeist dominierende Warmeableitungs- 
mechanismus. Dies gilt insbesondere fur die in der Fig. 3 
dargestellten Speicherbausteine 12 in TSOP-Gehausen (TSOP = 
thin small outline package = oberf lachenmontierbares Plastik- 
gehause) . 

30 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein 
verbessertes Speichermodul bzw. ein Speichermodul mit einer 
verbesserten Speicherzeit zu schaffen. 

35 Diese Aufgabe wird durch ein Speichermodul gemaB dem Patent- 
anspruch 1 gel6st. 



J 
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Gemaft der vorliegenden Erfindung umfaftt ein Speichermodul ei- 
ne Platine, einen Speicherbaustein, der an der Platine ange- 
bracht ist, und eine Warmeableiteinrichtung, die zwischen dem 
Speicherbaustein und der Platine angeordnet ist. 

5 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daft 
durch eine Verringerung der Temperaturanf orderungen bzw. der 
Betriebstemperatur eines Speicherbausteines eines Speichermo- 
duls, bei der dieses fehlerfrei betrieben werden kann, die 

10 Ausbeute im Herstellungsprozefi wesentlich erhoht wird. Ferner 
liegt der vorliegenden Erfindung die Erkenntnis zugrunde, daft 
die Betriebstemperatur eines Speicherbausteins auf einem 
^/ s Speichermodul verringert wird, indem beim Betrieb entstehende 
Abwarme von dem Speicherbaustein auf die Platine des Spei- 

15 chermoduls abgeleitet wird. 

Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daft 
durch die vorgesehene Warmeableiteinrichtung die Temperatur 
des Speicherbausteins reduziert und damit die Speicherzeiten 

20 von Speicherzellen des Speicherbausteins verlangert werden. 
Durch verringerte Anf orderungen an die Betriebstemperatur, 
bei der ein Speicherbaustein fehlerfrei funktioniert und ins- 
besondere ausreichende Speicherzeiten aufweist, erhoht sich 
die Ausbeute im Herstellungsprozeft des Speicherbausteins. Ein 
weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
daft durch die Anordnung der Warmeableiteinrichtung zwischen 
dem Speicherbaustein und der Platine der Herstellungsauf wand 
und insbesondere Aufwand und Kosten der Bestuckung der Pla- 
tine mit dem Speicherbaustein gegenuber einem her kommlichen 

30 Speichermodul nicht Oder nicht wesentlich erhoht werden. Fer- 
ner wird durch diese Anordnung der Warmeableiteinrichtung ei- 
ne Kompaktheit des Speichermoduls erhalten. 



35 



Bevorzugte Weiterbildungen sind in den Unteranspruchen defi- 
niert . 
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Gemafi einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung umfaftt 
ein Speichermodul eine Platine, einen Speicherbaustein, der 
an der Platine angebracht ist, und einen Rahmen, der an der 
Platine angebracht ist, zur Ableitung von Warme von der Pla- 
tine . 

Nachfolgend werden bevorzugte Ausf uhrungsbeispiele der vor- 
liegenden Erfindung mit Bezug auf die beiliegenden Figuren 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Speichermoduls 
mit Merkmalen verschiedener Ausf uhrungsbeispiele 
der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Speichermoduls 
mit Merkmalen verschiedener Ausf uhrungsbeispiele 
der vorliegenden Erfindung; und 

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines herkommlichen 
Speichermoduls . 

Die Fig. 1 bis 3 sind schematische Darstellungen von Spei- 
chermodulen, die jeweils eine Platine 10 aufweisen, an deren 
dargestellter Oberflache 20 mehrere Speicherbausteine 12 an- 
gebracht sind. Die Platine 10 weist eine Kontaktleiste 14 mit 
mehreren Kontaktf lachen 18 auf, liber die sie beispielsweise 
mit einer Hauptplatine eines Computers verbunden werden kann. 
In den Fig. 1 bis 3 nicht dargestellt sind Leiterbahnen und 
gegebenenf alls integrierte Schaltungen, uber die die Spei- 
cherbausteine 12 bzw. deren elektrische Kontakte 16 mit der 
Kontaktleiste 14 verbunden sind. In den Fig. 1 und 2 sind je- 
weils gleichzeitig Merkmale mehrerer Ausf uhrungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung dargestellt, die in der dargestellten 
oder einer anderen Weise miteinander kombinierbar und alter- 
nativ unabhangig voneinander einzeln einsetzbar sind. 
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Die in Fig. 1 dargestellte Platine 10 weist an der darge- 
stellten Oberflache 20 eine Mehrzahl von Bestuckungsorten 22, 
24, 26, 28 auf. An einem ersten Bestiickungsort 22 ist die 
Platine 10 mit einem Speicherbaustein 12 bestuckt. Ein nicht 
dargestellter diinner flachiger Zwischenraum zwischen der Pla- 
tine 10 und dem Speicherbaustein 12 ist durch eine Warmeleit- 
paste gefullt. Diese bildet eine hochgradige warmeleitf ahige 
Verbindung zwischen dem Speicherbaustein 12 und der Platine 
10 und ermoglicht damit eine effiziente Abfiihrung von Warme, 
die beim Betrieb des Speicherbausteins 12 in diesem erzeugt 
wird, zu der Platine 10 hin . 

Die Platine 10 ist abgesehen von nicht dargestellten Lotstel- 
len zur Herstellung der elektrischen Kontakte 16 zu Speicher- 
bausteinen 12 und abgesehen von den Kontaktf lachen 18 der 
Kontaktleiste 14 vorzugsweise vollstandig von einer Schicht 
Lotlack umgeben. Dieser stellt eine Isolationsschicht dar, 
die eine naherungsweise verschwindende elektrische Leitfahig- 
keit und in der Regel eine schlechte Warmeleitf ahigkeit auf- 
weist. Alternativ oder zusatzlich zu der Anbringung einer 
Warmeleitpaste zwischen der Platine 10 und dem Speicherbau- 
stein 12 ist in einem Bereich an der Platine 10, der an den 
Speicherbaustein 12 angrenzt, der Lotlack entfernt. Dies ist 
insbesondere bei Verwendung der Warmeleitpaste aber auch ohne 
eine solche sinnvoll, urn den Warmeubergang von dem Speicher- 
baustein 12 zu der Platine 10 zu erhohen. 

An einem zweiten Bestiickungsort 24 ist als ein weiteres al- 
ternatives oder kombinierbares Merkmal zur Verbesserung des 
Warmeubergangs eine Metallflache 32 angeordnet. Die Metall- 
flache 32 bedeckt vorzugsweise einen moglichst grolien Anteil 
der nach der vollstandigen Bestuckung der Platine 10 mit ei- 
nem Speicherbaustein 12 bedeckten Oberflache der Platine 10. 
Da Metall eine gute Warmeleitf ahigkeit aufweist verbessert 
die Metallflache 32 den Warmeubergang zwischen dem Speicher- 
baustein 12 und der Platine 10. 
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Ein dritter Bestuckungsort 26 ist mit einer Mehrzahl von Kon- 
taktlochern 34 versehen. Diese sind metallisiert und vorzugs- 
weise mit Lotzinn oder einem anderen Metall gefullt. Vorzugs- 
weise erstrecken sich die Kontaktlocher 34 von der darge- 
5 stellten Oberflache der Platine 10 bis zu einer nicht darge- 
stellten gegenuberliegenden Oberflache. Die Kontaktlocher 34 
bewirken aufgrund der guten Warmeleit f ahigkeit des Metalls, 
das sie enthalten, eine Abfuhr von Warme von einem am dritten 
Bestuckungsort 26 angeordneten Speicherbaustein 12 zu der 
10 nicht dargestellten gegenuberliegenden Oberflache der Platine 
10 hin. 

f 

Ein vierter Bestuckungsort 28 ist mit einer moglichst grofl- 
flachigen Leiterbahn 36 versehen, die vorzugsweise maander- 
15 formig denjenigen Teil der Platine 10 bedeckt, der nach einer 
vollstandigen Besttickung mit einem Speicherbaustein 12 be- 
deckt ist. 

Die Metallf lache 32, die Kontaktlocher 34 und die Leiterbahn 
20 36 machen sich jeweils zunutze, daft das oder die Metalle, die 
sie aufweisen, eine gute bis sehr gute Warmeleit f ahigkeit 
aufweisen. Die Warmeabfuhr wird jeweils vorzugsweise weiter 
verbessert, indem die Metallflache 32, die Kontaktlocher 34 
bzw. die Leiterbahn 36 mit weiteren, nicht dargestellten Lei- 
)25 terbahnen verbunden werden. Vorzugsweise werden sie mit Lei- 
terbahnen verbunden, welche Versorgungspotentiale fiihren. 
Diese Leiterbahnen weisen in der Regel besonders grolie Quer- 
schnitte auf, erstrecken sich uber die gesamte Platine 10 und 
eignen sich deshalb besonders urn Warme von den Speicherbau- 
30 steinen 12 wegzufuhren. 

Die Metallflache 32, die Kontaktlocher 34 und die Leiterbahn 
36 sind miteinander kombinierbar . Beispielsweise ist die Me- 
tallflache 32 zur groftf lachigen Aufnahme von Abwarme eines 
35 Speicherbausteines 12 uber Kontaktlocher 34 mit einer weite- 
ren Metallflache oder einer weiteren Leiterbahn auf der nicht 
dargestellten gegenuberliegenden Seite der Platine 10 verbun- 



200100989 



7 



den. Die Abwarme wird uber die Kontaktlocher 34 auf die ande- 
re Seite der Platine 10 abgeleitet und dort uber die weitere 
Metallflache bzw. die weitere Leiterbahn beispielsweise an 
die Atmosphare abgegeben . 

In Fig. 2 sind weitere Malinahmen dargestellt, die einzeln 
Oder in Kombination miteinander oder mit den anhand der Fig. 
1 dargestellten Maftnahmen verwendbar sind um die Warmeabfuhr 
von den Speicherbausteinen 12 zu verbessern. 



Ein Kuhlblech 40 ist unter einem oder mehreren Speicherbau- 
. steinen 12 angeordnet. Das Kuhlblech 40 nimmt Abwarme aus den 
Speicherbausteinen 12 auf und leitet sie grofiflachig in die 
Platine 10 ein. Daruber hinaus leitet es einen Teil der Ab- 
15 warme an die umgebende Atmosphare ab. Die Verwendung des 

Kuhlblechs 40 ist besonders vorteilhaft, wenn eine Montage- 
technik zum Einsatz kommt, die keine Verlotung der Speicher- 
bausteine 12 mit der Platine 10 erfordert. Eine solche Monta- 
getechnik ist beispielsweise das Festpressen der Speicherbau- 
20 steine 12 mittels Mikronadeln auf der Platine 10. Das Kuhl- 
blech 40 ist vorzugsweise ein mechanisch eigenstandiges Bau- 
element. Alternativ ist es eine Metallisierung, die wie die 
Metallflache 32 aus Fig. 1 ahnlich oder gleich wie und vor- 
zugsweise gleichzeitig mit Leiterbahnen auf der Platine 10 
)£5 gebildet wird. 



Ein Rahmen 50 ist am Rand der Platine 10 angeordnet und weist 
ein Metall oder ein anderes sehr gut warmeleit fahiges Materi- 
al auf. Vorzugsweise weist der Rahmen 50 Zapfen 52 auf, die 

30 beim Verbinden des Speichermoduls mit einer Hauptplatine oder 
einem Sockel auf derselben warmeleit fahig mit der Hauptplati- 
ne oder dem Sockel verbunden werden, um Abwarme an die Haupt- 
platine bzw. den Sockel abzufuhren. Der Rahmen 50 weist bei- 
spielsweise einen einfachen Draht, eine vorzugsweise durch 

35 Lotzinn verdickte bzw. verstarkte Leiterbahn oder eine andere 
Metallbahn auf der Platine 10 auf. 



10 
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Der Rahmen 50 verbessert die Warmeabf uhr von der Platine 10 
und reduziert so die Temperatur der Platine 10. Dadurch ver- 
bessert er den Warmeubergang von den Speicherbausteinen 12 
zur Platine 10. 

5 

Der Rahmen 50 ist ferner mit den in den Fig. 1 und 2 darge- 
stellten Malinahmen kombinierbar . Beispielsweise wird die auch 
in Fig. 1 dargestellte Metallflache 32 vorzugsweise erweitert 
bzw. unter dem Speicherbaustein 12 herausgef uhrt , urn den Rah- 
0 men 50 zu beruhren und mit ihm direkt warmeleitf ahig verbun- 
den zu sein. 

Auch eine Kombination des Kuhlblechs 4 0 mit dem Rahmen 50 ist 
vorteilhaft. Das Kuhlblech 40 nimmt Abwarme von den Speicher- 

5 bausteinen 12 auf und leitet sie groBflachig in die Platine 
10 ein. Der Rahmen 50 nimmt die Abwarme aus der Platine 10 
auf und leitet sie an die Hauptplatine ab. Dies ist besonders 
wirkungsvoll, wenn der Abstand zwischen dem Kuhlblech 40 und 
dem Rahmen 50 gering ist und sie sich entlang eines moglichst 

0 groften Teils des Rahmens 50 gegenuberliegen . 

Alle beschriebenen Malinahmen sind fur Speichermodule beliebi- 
ger Art, Form, GroJie und Bestuckung vorteilhaft anwendbar. 

:5 Obwohl oben bevorzugte Ausf iihrungsbeispiele beschrieben wur- 
den, bei denen einzelne Maftnahmen mit dem Ableitrahmen 50 in 
Kombination beschrieben wurden, ist die vorliegende Erfindung 
nicht hierauf beschrankt. Tatsachlich kann erf indungsgemafl 
auch nur der Ableitrahmen 50 ohne weitere Mafinahme zur Warme- 

30 ableitung vorgesehen sein. 
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Patent anspruche 

1. Speichermodul mit: 
einer Platine (10); 

einem Speicherbaustein (12), der an der Platine (10) ange- 
bracht ist; und 

einer Warmeableiteinrichtung (32, 34, 36, 40), die zwischen 
dem Speicherbaustein (12) und der Platine (10) angeordnet 
ist . 

2. Speichermodul nach Anspruch 1, bei dem die Warmeableitein- 
richtung eine Warmeleitpaste zwischen der Platine (10) und 
dem Speicherbaustein (12) umfaftt. 

3. Speichermodul nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Warmeab- 
leiteinrichtung einen Bereich der Platine (10) umfaftt, an dem 
ein die Platine (10) bedeckender Lotlack entfernt ist. 

4. Speichermodul nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei dem 
die Warmeableiteinrichtung eine Metallschicht (32, 36, 40) 
umf a/it , 

5. Speichermodul nach Anspruch 4, bei dem die Metallschicht 
mit einer Versorgungsleitung verbunden ist, an der im Betrieb 
ein Versorgungspotential anliegt. 

6. Speichermodul nach Anspruch 4 oder 5, bei dem die Metall- 
schicht eine Leiterbahn (36) umfaftt. 

7. Speichermodul nach Anspruch 6, bei dem die Leiterbahn (36) 
maanderf ormig ist . 

8. Speichermodul nach einem der Anspruche 4 bis 7, bei dem 
die Metallschicht ein Kuhlblech umfaftt. 
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9. Speichermodul nach einem der Anspruche 2 bis 8, bei dem 
die Warmeableiteinrichtung ein Kontaktloch (34) umfaftt. 

10. Speichermodul nach Anspruch 9, bei dem das Kontaktloch 
(34) mit einer Versorgungsleitung verbunden ist, an der im 
Betrieb ein Versorgungspotent ial anliegt. 

11. Speichermodul nach einem der Anspruche 1 bis 10, ferner 
mit einem Rahmen (50), der am Rand der Platine (10) angeord- 
net ist und ein warmeleit f ahiges Material aufweist. 

12. Speichermodul nach Anspruch 11, bei dem der Metallrahmen 
(50) Zapfen (52) aufweist, liber die er warmeleitf ahig mit ei- 
nem Sockel oder einer Hauptplatine verbindbar ist. 
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Zusammenf as sung 

Speichermodul mit einer Warmeableiteinrichtung 

5 Ein Speichermodul umfaftt eine Platine (10), einen Speicher- 
baustein (12), der an der Platine (10) angebracht ist, und 
eine Warmeableiteinrichtung (32, 34, 36), die zwischen dem 
Speicherbaustein (12) und der Platine (10) angeordnet ist. 



10 

Figur 1 




F/y. 4 
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Bezugszeichenliste 



10 Platine 
12 Speicherbaustein 
14 Kontaktleiste 
16 elektrischer Kontakt 
18 Kontaktf lache 
20 Oberflache der Platine 10 
22, 24, 26, 28 Bestuckungsort 
31 Metallflache 
34 Kontaktloch 
36 Leiterbahn 
40 Kuhlblech 
50 Rahmen 
52 Zapfen 
100 
1000 
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